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１．概要（Summary） 

強い光閉じ込めを実現可能な III-V-on-Insulator 基

板を用いて、超小型細線導波路光デバイスと III-V 
MOS トランジスタをモノリシック集積可能な III-V 
CMOS フォトニクスプラットフォームを新たに提案

し、研究を進めている。InP エピウェハを Si 基板上

に貼り合わせることで、III-V-OI 基板を実現し、この

ウェハ上に高性能光変調器を実現するための研究を

進めている。 
２．実験（Experimental） 
・利用した主な装置 
高速大面積電子線描画装置 
・実験方法 
 光変調器の導波路パターン、イオン注入領域パターン、

電極パターン等を EB 描画装置の直接描画を用いて

III-V-OI 基板上に描画することで、InGaAsP 細線導波

路光変調器を作製した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 作製した素子の構造図を Fig. 1 に示す。InGaAsP 細

線導波路の両脇にイオン注入等で作製した PIN 構造を

有している。 

 

 
Fig. 1 Schematic View of Optical Modulator. 

  
 

作製した素子の電流―電圧特性を Fig. 2 に示す。EB 描

画装置を使った直描により、PIN接合間距離を1.4 µmに

まで縮めることにより、接合の抵抗を大幅に低減することに

成功した。これにより、4 V 印可時に 400 mA/mm 程度の

電流注入に成功した。 

 
Fig. 2 I-V characteristic. 

４．その他・特記事項（Others） 
・文部科学省科研費若手 A 
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